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Развитие СВЧ электроники во многом связывается с HEMT (high electron mobility transistor) гетероструктурами с двумерными носителями заряда. Высокая подвижность электронов в таких структурах позволяет получать быстродействующие полупроводниковые устройства. Одним из приемов для повышения подвижности является использование в качестве активного слоя гетероструктуры материала с малой эффективной массой электронов, что, в случае квантовой ямы AlyGa1−yAs/InxGa1−xAs, соответствует большим значениям содержания индия x. Однако, из-за отсутствия подходящих подложек, рост гетероструктур с высоким содержанием In неизбежно сопровождается возникновением дислокаций и остаточных напряжений. Возникающие из-за рассогласования параметров решеток подложки и растущего слоя напряжения релаксируют, образуя прорастающие дислокации и дислокации несоответствия. Для роста подобных систем обычно используют метаморфный буфер (МБ), который позволяет уменьшить величину остаточного напряжения и плотность дислокаций, за счет плавного изменения состава [1,2]. 
В настоящей работе изучалось влияние дизайна МБ и ориентации подложки GaAs на подвижности электронов в разных кристаллографических направлениях в квантовых ямах In0.70Al0.30As/In0.76Ga0.24As/In0.70Al0.30As, δ-легированных Si. Из эффекта Шубникова – де Гааза (ШдГ) были определены электронные подвижности раздельно в нескольких заполненных подзонах размерного квантования. Расчетная анизотропия подвижностей соответствует экспериментальным данным анизотропии сопротивлений. Полученные результаты показали, что ступенчатый буфер оказывается почти также эффективен в сдерживании прорастающих дислокаций и поля остаточных напряжений, как и более сложный в получении буфер с линейно изменямым составом и внедренными сверхрешетками. При этом подвижность электронов во второй подзоне размерного квантования в образце с линейным МБ оказывается невысокой. Использование разориентированных на 2˚ подложек GaAs, позволяет повысить концентрацию электронов, за счет лучшей встраиваемости атомов примеси при росте на вицинальной поверхности, однако, снижает электронную подвижность, ввиду увеличения шереховатости гетерограниц, а значит и интенсивности рассеяния на них.
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